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(54)实用新型名称

一种离型膜

(57)摘要

一种离型膜，包括基材层和离型层，所述离

型层为有机硅离型剂层，所述离型层包括第一离

型层和第二离型层，第一离型层的下表面与基材

层的上表面贴合，第一离型层的上表面涂覆有

DMPA层，DMPA层的上表面与第二离型层贴合。本

实用新型将离型层设计为第一离型层和第二离

型层，并在第一离型层和第二离型层之间设置

DMPA层，一方面保证离型膜在胶带或保护膜的模

切过程中不会脱离、翘开，另一方面，当需要剥离

离型膜时，使用紫外光照射，DMPA吸收紫外光辐

射能而形成自由基，从而引发有机硅离型剂再次

反应，离型力降低，易于剥离，避免胶带或保护膜

损坏。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 208562224 U

2019.03.01

CN
 2
08
56
22
24
 U



1.一种离型膜，包括基材层(1)和离型层，其特征在于，所述离型层为有机硅离型剂层，

所述离型层包括第一离型层(4)和第二离型层(5)，第一离型层(4)的下表面与基材层(1)的

上表面贴合，第一离型层(4)的上表面涂覆有DMPA层(3)，DMPA层(3)的上表面与第二离型层

(5)贴合。

2.根据权利要求1所述的一种离型膜，其特征在于，所述第一离型层(4)的下表面涂覆

有DMPA层(3)。

3.根据权利要求1所述的一种离型膜，其特征在于，所述基材层(1)和第一离型层(4)之

间设置有抗静电层(2)。

4.根据权利要求3所述的一种离型膜，其特征在于，所述抗静电层(2)为聚噻吩型高分

子导电层。

5.根据权利要求1或3所述的一种离型膜，其特征在于，所述基材层(1)为PET层。
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一种离型膜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于保护胶材的膜材料，具体涉及一种离型膜。

背景技术

[0002] 离型膜是指表面具有分离性的薄膜，离型膜与特定的材料在有限的条件下接触后

不具有粘性，或轻微的粘性，通常情况下为了增加薄膜的离型力，会将塑料薄膜做等离子处

理，或涂氟处理，或将硅离型剂涂于薄膜材质的表层上，如PET、PE、OPP等,让它对于各种不

同的有机压感胶可以表现出极轻且稳定的离型力。

[0003] 常规的胶带及保护膜，产品结构中均需要用到离型膜。在胶带或者保护膜实际的

使用过程中，离型膜对胶带或保护膜产品起着保护作用，同时也使胶带或者保护膜更便于

加工和使用。随着手机零部件的日益精细化、集成化，胶带及保护膜的模切精度要求也越来

越高，这就要求离型膜的离型力要足够低，同时不能有明显的剥离静电，才能避免在离型膜

剥离的过程中，损坏模切后极精细的胶带或者保护膜。但离型膜的离型力过低，在模切过程

中又会导致离型膜脱离、翘开等，无法对产品起到有效保护的作用。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种离型膜，该离型膜在模切时，可确保一定的剥离

强度，避免离型膜脱离、翘开。在需要剥离时，通过紫外照射，使离型力降低，从而易于剥离。

[0005] 本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 一种离型膜，包括基材层和离型层，所述离型层为有机硅离型剂层，所述离型层包

括第一离型层和第二离型层，第一离型层的下表面与基材层的上表面贴合，第一离型层的

上表面涂覆有DMPA层，DMPA层的上表面与第二离型层贴合。

[0007] DMPA为651光引发剂的简称，又称为苯偶酰双甲醚，对光敏感，光照后可引发有机

硅离型剂再次反应。本发明在第一离型层和第二离型层之间设置DMPA层，其离型力较高，可

保证离型膜在胶带或保护膜的模切过程中不会脱离、翘开，当需要剥离离型膜时，使用紫外

光照射，DMPA吸收紫外光辐射能而形成自由基，从而引发有机硅离型剂再次反应，即，有机

硅离型剂继续固化，使离型力降低，易于剥离，并且避免胶带或保护膜损坏。

[0008] 所述第一离型层的下表面涂覆有DMPA层，增设一层DMPA层，使得光照后产生的自

由基增多，有利于加速有机硅离型剂反应，从而达到迅速降低离型力的目的。

[0009] 所述基材层和第一离型层之间设置有抗静电层，使得离型膜具备抗静电效果，剥

离时不会产生吸附粘连。

[0010] 所述抗静电层为聚噻吩型高分子导电层。

[0011] 所述基材层为PET层。

[0012] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1.本实用新型将离型层设计为第一离型层和第二离型层，并在第一离型层和第二

离型层之间设置DMPA层，一方面保证离型膜在胶带或保护膜的模切过程中不会脱离、翘开，
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另一方面，当需要剥离离型膜时，使用紫外光照射，DMPA吸收紫外光辐射能而形成自由基，

从而引发有机硅离型剂再次反应，离型力降低，易于剥离，避免胶带或保护膜损坏；

[0014] 2.本实用新型通过在基材层和第一离型层之间设置抗静电层，使得离型膜剥离时

不会产生吸附粘连。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型结构示意图。

[0016] 图中标记：1-基材层，2-抗静电层，3-DMPA层，4-第一离型层，5-第二离型层。

具体实施方式

[0017] 本说明书中公开的所有特征，除了互相排斥的特征和/或步骤以外，均可以以任何

方式组合。

[0018] 下面结合图1对本实用新型作详细说明。

[0019] 实施例1

[0020] 一种离型膜，包括基材层1和离型层，所述离型层为有机硅离型剂层，所述离型层

包括第一离型层4和第二离型层5，第一离型层4的下表面与基材层1的上表面贴合，第一离

型层4的上表面涂覆有DMPA层3，DMPA层3的上表面与第二离型层5贴合。

[0021] DMPA为651光引发剂的简称，又称为苯偶酰双甲醚，对光敏感，光照后可引发有机

硅离型剂再次反应。本发明在第一离型层4和第二离型层5之间设置DMPA层3，其离型力较

高，可保证离型膜在胶带或保护膜的模切过程中不会脱离、翘开，当需要剥离离型膜时，使

用紫外光照射，DMPA吸收紫外光辐射能而形成自由基，从而引发有机硅离型剂再次反应，

即，有机硅离型剂继续固化，使离型力降低，易于剥离，并且避免胶带或保护膜损坏。

[0022] 实施例2

[0023] 基于实施例1，第一离型层4的下表面涂覆有DMPA层3，增设一层DMPA层3，使得光照

后产生的自由基增多，有利于加速有机硅离型剂反应，从而达到迅速降低离型力的目的。

[0024] 实施例3

[0025] 基于实施例1，基材层1和第一离型层4之间设置有抗静电层2，使得离型膜具备抗

静电效果，剥离时不会产生吸附粘连。

[0026] 抗静电层2为聚噻吩型高分子导电层。

[0027] 实施例4

[0028] 基于上述实施例，基材层1为PET层。

[0029] 实施例5

[0030] 本实用新型生产的工艺条件为：有机硅离型剂中交联剂的使用量根据产品初期的

剥离力设计作相应添加；DMPA层所用DMPA的质量为DMPA和有机硅离型剂总质量的0.5-4％，

生产过程中，全线使用钠黄灯，避免曝光引发DMPA；模切后需要撕离离型膜时，在300mJ/cm2

的紫外光强下照射4S及以上，使离型膜离型力从50gf/25mm以上降至10gf/25mm以内，从而

使离型膜易于剥离。

[0031] 实施例6

[0032] 本实用新型生产的工艺条件为：有机硅离型剂中交联剂的使用量根据产品初期的

说　明　书 2/3 页

4

CN 208562224 U

4



剥离力设计作相应添加；DMPA层所用的DMPA的质量为DMPA和有机硅离型剂总质量的0.5％，

生产过程中，全线使用钠黄灯，避免曝光引发DMPA；模切后需要撕离离型膜时，在300mJ/cm2

的紫外光强下照射15s，使离型膜离型力从50gf/25mm以上降至10gf/25mm以内，表面电阻≤

1010Ω，剥离静电压低于1KV，从而离型膜易于剥离，且无静电吸附粘连。

[0033] 实施例7

[0034] 本实用新型生产的工艺条件为：有机硅离型剂中交联剂的使用量根据产品初期的

剥离力设计作相应添加；DMPA层所用的DMPA的质量为DMPA和有机硅离型剂总质量的2％，生

产过程中，全线使用钠黄灯，避免曝光引发DMPA；模切后需要撕离离型膜时，在300mJ/cm2的

紫外光强下照射5s，使离型膜离型力从50gf/25mm以上降至10gf/25mm以内，表面电阻≤1010

Ω，剥离静电压低于1KV，从而离型膜易于剥离，且无静电吸附粘连。

[0035] 实施例8

[0036] 本实用新型生产的工艺条件为：有机硅离型剂中交联剂的使用量根据产品初期的

剥离力设计作相应添加；DMPA层所用的DMPA的质量为DMPA和有机硅离型剂总质量的4％，生

产过程中，全线使用钠黄灯，避免曝光引发DMPA；模切后需要撕离离型膜时，在300mJ/cm2的

紫外光强下照射4s，使离型膜离型力从50gf/25mm以上降至10gf/25mm以内，表面电阻≤1010

Ω，剥离静电压低于1KV，从而离型膜易于剥离，且无静电吸附粘连。

[0037] 本实用新型的实施例6中，DMPA层所用的DMPA的质量较低，曝光15s后，离型力才能

降低至要求范围，使用效率较低；实施例8中，DMPA的质量较高，曝光4S后，离型力便能降低

至要求范围。而实施例6中，DMPA的质量适中，曝光5S即可，使用效率高，同时节约了DMPA的

使用量，降低成本。

[0038] 如上所述即为本实用新型的实施例。本实用新型不局限于上述实施方式，任何人

应该得知在本实用新型的启示下做出的结构变化，凡是与本实用新型具有相同或相近的技

术方案，均落入本实用新型的保护范围之内。
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图1
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